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摘要(译)

采用顶栅型TFT结构的有源矩阵显示装置在像素部分的每个像素中具有存储电容器Csc和液晶电容器Clc，存储电容器Csc的第一电
极由TFT的p-Si有源层服务形成为至少部分地与有源层重叠的第二电极，在有源层和位于其下方的第二电极之间具有绝缘层。当要
构建驱动器部分时，驱动器部分TFT是与像素部分TFT相同的顶部栅极类型，并且有源层由与有源层相同的材料制成并且具有由其
制成的导电层。与第二电极相同的材料，其中绝缘层保持在有源层和其下面的导电层之间。像素部分可以形成存储电容器，同时防
止孔径比的降低。因为像素部分TFT和驱动部分TFT的有源层的多晶化退火的条件相同，所以可以获得具有相同特性的TFT。
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